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前　　言

　　本标准修改采用了ＳＥＭＩＭＦ６７３１１０５《用非接触涡流法测定半导体硅片电阻率和薄膜薄层电阻的

方法》。

本标准与ＳＥＭＩＭＦ６７３１１０５相比主要变化如下：

———本标准范围中只包括硅半导体材料，去掉了范围中对于其他半导体晶片的适用对象；

———本标准未采用ＳＥＭＩＭＦ６７３１１０５中局部范围测量的方法Ⅱ；

———未采用ＳＥＭＩ标准中关键词章节以适合ＧＢ／Ｔ１．１的要求。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６６１６—１９９５《半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定　非接触涡流法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６６１６—１９９５相比，主要有如下变化：

———调整了本标准测量直径或边长范围为大于２５ｍｍ；

———增加了引用标准；

———修改了第３章中的公式为犚＝ρ
狋
＝
１

犌
＝
１

δ狋
，并增加了电导率；

———修改了第４章中参考片电阻率的值与表１指定值之偏差为小于±２５％；

———增加了干扰因素；

———修改了第６章中测试环境温度为２３℃±１°Ｃ；

———规定了测试环境清洁度不低于１００００级；仪器预热时间为２０ｍｉｎ；

———第７章中采用了ＳＥＭＩＭＦ６７３１１０５标准中相关的精度和偏差。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：万向硅峰电子股份有限公司。

本标准主要起草人：楼春兰、朱兴萍、方强、汪新平、戴文仙。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６６１６—１９９５。
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半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层

电阻测试方法　非接触涡流法

１　范围

本标准规定了用非接触涡流测定半导体硅片电阻率和薄膜薄层电阻的方法。

本标准适用于测量直径或边长大于２５ｍｍ、厚度为０．１ｍｍ～１ｍｍ的硅单晶切割片、研磨片和抛

光片（简称硅片）的电阻率及硅薄膜的薄层电阻。测量薄膜薄层电阻时，衬底的有效薄层电阻至少应为

薄膜薄层电阻的１０００倍。

硅片电阻率和薄膜薄层电阻测量范围分别为１．０×１０－３Ω·ｃｍ～２×１０
２
Ω·ｃｍ和２×１０

３
Ω／□～

３×１０３Ω／□。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５５２　硅、锗单晶电阻率测定　直排四探针法

ＡＳＴＭＥ６９１　引导多个实验室测定试验方法的惯例

３　方法提要

将硅片试样平插入一对共轴涡流探头（传感器）之间的固定间隙内，与振荡回路相连接的两个涡流

探头之间的交变磁场在硅片上感应产生涡流，则激励电流值的变化是硅片电导的函数。通过测量激励

电流的变化即可测得试样的电导。当试样厚度已知时，便可计算出试样的电阻率，见式（１）。

犚＝ρ
狋
＝
１

犌
＝
１

δ狋
…………………………（１）

　　式中：

ρ———试样的电阻率，单位为欧姆厘米（Ω·ｃｍ）；

犌———试样的薄层电导，单位为西门子（Ｓ）；

犚———试样的薄层电阻，单位为欧姆（Ω／□）；

狋———试样中心的厚度（测薄膜时厚度取０．０５０８ｃｍ），单位为厘米（ｃｍ）；

δ———电导率，单位为欧姆每厘米（Ω／ｃｍ）。

４　测量装置

４．１　电学测量装置

４．１．１　涡流传感器组件。由可供硅片插入的具有固定间隙的一对共轴线探头，放置硅片的支架（需保

证硅片与探头轴线垂直），硅片对中装置及激励探头的高频震荡器等组成。选择一个能穿透５倍晶片或

薄膜厚度能力的高频震荡器，该传感器可提供与硅片电导成正比的输出信号。涡流传感器组件的结构

见图１。

１
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